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요약

대사이즈화에 알맞은 배선 구조 및 화소 구조를 형성한다.

절연 기판 SUB1 상에 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층 g1에 고융점 금속층 g2를 피복한 적층 구조막에
투명 도전막 g3을 피복하여 공통 배선/전극 CL(CT)을 형성하였다.

대표도

도 1

색인어

액정 표시 장치, 횡전계 방식, 비정질 투명 도전막, 알루미늄막, 알루미나막

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제1 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도.

도 2는 도 1에 도시한 일화소 부분 평면 구성을 모식적으로 설명하는 평면도.
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도 3은 투명 도전막을 비정질화한 것의 효과의 설명도.

도 4는 에칭액에 의한 알루미늄막과 투명 도전막의 에칭율의 설명도.

도 5는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제2 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도.

도 6은 도 5에 도시한 일화소 부분 평면 구성을 모식적으로 설명하는 평면도.

도 7은 게이트 배선과 공통 배선/전극의 제작 공정도.

도 8은 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 주요부 평면도.

도 9는 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 도 8에 계속되는 주요부 평면도.

도 10은 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 도 9에 계속되는 주요부 평면도.

도 11은 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 도 10에 계속되는 주요부 평면도.

도 12는 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 도 11에 계속되는 주요부 평면도.

도 13은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제3 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도.

도 14는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제4 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도.

도 15는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 등가 회로의 설명도.

도 16은 본 발명을 적용한 액정 표시 장치의 구동 파형예의 설명도.

도 17은 본 발명을 적용한 액정 표시 장치의 액정 패널에 외부 부착 회로를 실장한 상태의 일례를 나타내는 평면도.

도 18은 본 발명의 액정 표시 장치를 적용한 디스플레이 모니터의 일례를 나타내는 정면도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

GL : 게이트 배선

GT : 게이트 전극

GI : 절연막

DL : 드레인 배선

CL : 공통 배선

CT : 공통 전극

PX : 화소 전극

ASI : 반도체층

TFT : 박막 트랜지스터

PSV : 보호막(절연막)

SUB(SUB1) : 하측 기판

g1 : 알루미늄 합금

g2 : 몰리브덴 합금

g3 : ITO막(투명 도전막)
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TFT : 박막 트랜지스터

ASI : 반도체막

N+ASI : 컨택트층

SD1/SD2 : 소스/드레인 전극

PAS : 절연막

TH : 컨택트홀(관통 구멍)

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치에 관한 것으로, 소위 횡전계 방식이라 불리우는 액정 표시 장치에 관한 것이다.

퍼스널 컴퓨터의 디스플레이 모니터나 텔레비젼 수상기의 표시 디바이스 등 각종 전자 기기에 액정 표시 장치가 다용되고
있다. 액정 표시 장치에는 여러 가지의 형식이 알려져 있지만, 그 중에서도 횡전계 방식(In plane Switching : IPS 방식)이
라 불리는 액정 표시 장치는 액정을 통해 대향 배치한 일반적으로 2장의 기판으로 구성되는 액정 패널의 한쪽의 기판의 액
정과 접하는 측의 각 화소 영역에, 화소 전극과, 이 화소 전극에 근접한 위치에 공통 전극(대향 전극으로도 칭한다)을 형성
하고, 화소 전극과 공통 전극간에 상기 기판면과 평행한 전계(횡전계)를 발생시켜 액정의 배향 방향을 기판면 내에서 제어
하는 것이다.

즉, 횡전계 방식의 액정 표시 장치는 화소 전극과 공통 전극간의 영역을 투과하는 광에 대하여, 그 투과량을 상기 전계가
인가된 액정의 배향 방향에 의해서 제어하도록 되어 있다. 또, 액정 패널에 구동 회로, 조명 광원 등의 구성 요소를 모듈화
한 것을 액정 표시 장치라고 칭하지만, 본 명세서에서는 액정 패널이나 액정 표시 장치를 통합하여 액정 표시 장치로서 설
명한다.

이러한 액정 표시 장치는 표시면에 대하여 경사 방향으로부터 관찰하여도 표시에 변화가 없는, 소위 광시야각 특성이 우수
한 것으로 알려져 있다.

그리고, 지금까지 상기 화상 전극과 대향 전극은 광을 투과시키지 않는 도전층으로 형성되어 있었다.

그러나, 최근, 화소 영역의 주변을 제외하는 영역의 전역에 투명 전극재로 이루어지는 한쪽의 전극을 형성하고, 이 전극 상
에 절연막을 통해 투명 전극으로 이루어지는 띠 형태 또는 단책 형태의 다른쪽의 전극을 형성한 것이 알려지기에 이르렀
다. 이들 화소 구동용의 전극에 투명 전극을 이용함으로써, 소위 개구율이 대폭 향상된다.

상기한 바와 같은 기술을 개시한 것으로서는, 예를 들면 SID(Society for Information Display) 99 DIGEST :
P202∼P205, 또는 특개평 11-202356호 공보를 예로 들 수 있다.

그런데, 대각 46㎝(공칭 18인치)나 대각 51㎝(공칭 20인치), 또는 그 이상의 소위 대사이즈의 액정 표시 장치에서는 박막
트랜지스터 TFT 등의 스위칭 소자로의 전압 인가선(게이트의 배선, 드레인 배선) 또는 공통 배선의 저저항화가 요구되고
있다.

이러한 배선의 저저항화를 만족시키는 것으로서, 상기 배선의 재료에 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 한 합금(이하,
단순히 알루미늄으로 칭한다)이 적합하다.

한편, 화면의 휘도 향상을 위해, 화소 전극이나 공통 전극을 ITO(인듐·주석·옥사이드), IZO(인듐·아연·옥사이드) 또는
IGO(인듐·게르마늄·옥사이드) 등 투명 도전막(이하, ITO 등으로 칭한다)으로 구성하는 것이 바람직하다.

게이트 배선, 드레인 배선 또는 공통 배선에 알루미늄을 이용하여 화소 전극이나 공통 전극으로서 ITO 등을 이용하는 경
우, 전기적 접속이나 화소 패턴을 형성하기 위한 구성상의 필요로부터 상기 화소 전극이나 공통 전극을 구성하는 ITO 등을
이들의 배선을 구성하는 알루미늄막과 적층할 필요가 있다.

그러나, 알루미늄과 ITO 등은 그 부식 전위가 크게 다르기 때문에, 배선이나 화소 전극 또는 공통 전극의 각 패턴을 웨트
에칭 처리할 때, 현상액 중에 알루미늄이 용해됨과 함께 ITO 등이 환원되어서, 투명도가 열화하여 화소의 투과율이 대폭
저하되는 경우가 있다.

또한, 알루미늄의 패턴(배선 패턴)의 형성 후, ITO 등의 패턴을 형성하면, ITO 등의 에칭 처리로 알루미늄이 부식되어 소
기의 기능을 상실하는 경우가 있다.
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또한, 알루미늄으로 배선을 형성하면, 산화물 투명 도전층인 ITO 등은 접촉 저항이 크기 때문에, 알루미늄막에 직접 컨택
트시켜 전기적으로 접속하는 것이 곤란하다. 이 때문에, 알루미늄과 ITO 등을 전기적으로 컨택트시키는 경우에는 알루미
늄막 상에 ITO 등에 대하여 전기적 접촉 저항이 작은 금속막을 별도 성막하고 가공할 필요가 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 바와 같은 종래 기술에 있어서의 모든 문제를 해소하는 것을 목적으로 하고, 대사이즈화에 알맞은 배선
구조 및 화소 구조를 갖는 액정 표시 장치를 제공하는 것에 있다.

상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명은 게이트 배선, 드레인 배선, 공통 배선 등의 액정 표시 장치를 구성하기 위해 필요
로 하는 각종의 배선 중 적어도 게이트 배선과 동일층에서 구성하는 배선을 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 재
료로 형성하고, 그 후에 비정질 투명 도전막을 이용하여 화소를 구성하는 공통 전극이나 화소 전극을 형성하였다. 이하, 본
발명의 대표적인 구성을 기술한다.

(1) 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층에 고융점 금속층을 피복한 적층막에 투명 도전막을 피복한 배선을
갖는 절연 기판으로 구성하였다.

(2) 절연 기판에 박막 트랜지스터와, 그 게이트 배선/전극, 드레인 배선/전극, 및 공통 배선/전극을 갖고, 상기 각 배선/전극
의 적어도 1개를 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층에 고융점 금속층을 피복한 적층 구조막에 투명 도전
막을 피복한 구성으로 하였다.

(3) 액정을 통해 상호 대향 배치되는 한쌍의 기판 중 한쪽에 게이트 배선/전극, 드레인 배선/전극 및 소스 전극을 갖는 박막
트랜지스터와,

2개의 상기 게이트 배선과 2개의 드레인 배선으로 둘러싸인 화소 영역 또는 그 근방에 배치한 공통 배선 및 이 공통 배선에
접속하여 상기 화소 영역의 대부분의 전역에 베타 형성한 공통 전극과,

상기 소스 전극에 접속하여 상기 공통 전극 상층에 절연층을 통해 형성한 대략 빗형을 갖는 화소 전극을 갖고,

상기 게이트 배선/전극, 또한 또는 드레인 배선/전극, 공통 배선은 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층에 고
융점 금속층을 피복한 적층 구조막으로 형성하고, 상기 공통 전극이 상기 화소 영역의 대부분의 전역에 베타 형성의 투명
도전막을 구비하였다.

(4) 액정을 통해 상호 대향 배치되는 한쌍의 기판 중 한쪽에 게이트 배선/전극, 드레인 배선/전극 및 소스 전극을 갖는 박막
트랜지스터와,

2개의 상기 게이트 배선과 2개의 드레인 배선으로 둘러싸인 화소 영역 또는 그 근방에 형성한 공통 배선 및 이 공통 배선에
접속한 공통 전극과,

상기 소스 전극에 접속하여 상기 공통 전극 상층에 절연층을 통해 형성한 대략 빗형을 갖는 화소 전극을 갖고,

상기 게이트 배선/전극, 드레인 배선/전극, 공통 배선은 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층에 고융점 금속
층을 피복한 적층 구조막으로 형성하고, 상기 공통 전극을 상기 고융점 금속층에 도전 접속한 투명 도전막으로 구성하였
다.

(5) 액정을 통해 상호 대향 배치되는 한쌍의 기판 중 한쪽에 게이트 배선/전극, 드레인 배선/전극 및 소스 전극을 갖는 박막
트랜지스터와,

2개의 상기 게이트 배선과 2개의 드레인 배선으로 둘러싸인 화소 영역 또는 그 근방에 형성한 공통 배선 및 이 공통 배선에
접속한 공통 전극과,

상기 소스 전극에 접속하여 상기 공통 전극 상층에 절연층을 통해 형성한 대략 빗형을 갖는 화소 전극을 갖고,

상기 게이트 배선/전극, 또한 또는 드레인 배선/전극은 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층의 상층에 알루
미나층을 갖고, 상기 공통 배선은 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층의 상층에 알루미나층을 갖음과 함께
이 알루미나층의 일부를 표면측으로부터 상기 알루미나층을 관통하여 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 하는 합금층
에 이르는 고융점 금속층을 갖고, 상기 공통 전극을 상기 고융점 금속층에 도전 접속한 투명 도전막으로 구성하였다.

(6) 상기 알루미늄을 주성분으로 하는 합금은 알루미늄에 레어 접지 원소를 첨가한 알루미늄-레어 접지 합금이고, 레어 접
지 원소로서 네오디뮴 Nd, 이트륨 Y, 랜턴 La, 사마륨 Sm 중 어느 하나 또는 2이상을 이용하였다.

(7) 상기 고융점 금속이 몰리브덴 Mo, 크롬 Cr, 텅스텐 W, 티탄 Ti 중 어느 하나 또는 이들의 2 이상의 합금으로 하였다.

(8) 상기 투명 도전막이 비정질 ITO(인듐·주석·옥사이드), 동일 IZO(인듐·아연·옥사이드), 동일 IGO(인듐·게르마늄·옥사이
드) 중 어느 하나로 하였다.
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(9) 게이트 배선, 공통 배선으로서 알루미늄의 상층에 몰리브덴 Mo 또는 티탄 Ti 등의 고융점 금속 또는 상기한 합금으로
이루어지는 고융점 금속을 피복한 적층막을 이용하여 이들과 동일층에 비정질 투명 도전막으로 이루어지는 평면 화소 전
극을 형성하고, 소스, 드레인 배선과 동일층, 또는 절연막(PAS막)을 통해 공통 전극으로서 비정질 투명 도전막으로 이루어
지는 빗살 무늬 전극을 형성하였다.

게이트 배선, 공통 배선 중 투명 전극으로 형성하는 공통 전극과 컨택트하는 부분 및 게이트 단자, 공통 단자 이외의 부분
에 있어서 상층의 예를 들면 몰리브덴 Mo 합금 또는 티탄 Ti 등의 고융점 금속의 막을 에칭 처리로 제거하고, 노출된 알루
미늄의 표면을 산화하여 알루미나막을 형성하였다.

(10) 게이트 배선을 몰리브덴 Mo 등의 고융점 금속막을 하층으로 한 알루미늄/네오디뮴 합금(Al/Nd)으로 하고, 그 하층에
비정질 투명 도전막을 형성하였다.

(11) 다결정 ITO를 이용하는 것을 전제로 한 경우, 상기 다결정 ITO를 최하층으로 하고, 그 위에 게이트 배선이나 공통 배
선으로서 몰리브덴과 알루미늄 및 몰리브덴(Mo/Al/Mo)을 적층하였다.

다음에, 상기 본 발명의 구성으로 한 것에 의한 효과와 그 이유에 관해서 상세하게 설명한다.

절연 기판의 동일 평면 내에 게이트 배선과 화소를 구성하는 투명 도전막(ITO 등)을 형성함으로써, 고개구율, 고시야각의
액정 표시 장치의 대사이즈화가 가능해진다.

알루미늄 배선 형성 후, 그 알루미늄 배선 상에 ITO 등을 동일층에서 성막한 후, ITO 등의 레지스트 패턴 현상 중에 통상
다결정의 ITO 등의 도전막에서는 현상액 중에서 알루미늄간에 강한 전지 반응을 일으켜 산화막인 ITO 등이 환원되게 된
다. 그 결과, ITO 등이 흑화하고, 예를 들면, ITO(In2O5)의 경우, In2O 5+ e(전자) →2·In + (5/2)·O2(↑)의 반응으로 인듐

In이 석출되어 투과율이 저하된다.

비정질의 ITO 등의 부식 전위는 다결정의 ITO 등에 비해 낮기 때문에, 알루미늄간의 부식 전위차를 저감할 수 있다. 이에
따라, 동일층에서도 현상액 중에서의 전지 반응이 억제되고, 알루미늄 상에서의 ITO 등의 투명 도전막의 현상 처리가 가능
해진다.

또한, 비정질의 투명 도전막은 약산으로 에칭할 수 있기 때문에, 투명 도전막의 에칭으로 하부의 알루미늄이 부식되지 않
는다. 따라서, 비정질의 투명 도전막을 이용함으로써, 알루미늄 상에서의 ITO 등의 투명 도전막의 에칭이 가능해진다.

또한, 알루미늄 배선을 이용한 경우에 노출된 알루미늄 배선의 단면을 CVD 가공 전에 ITO 등으로 피복함으로써, 소위 사
이드 힐록을 양극화를 실시하지 않고 방지할 수 있다.

즉, 알루미늄 배선의 노출 부분은 양극화를 실시하여 보호막을 형성하지 않으면, 예를 들면 상층에 몰리브덴을 적층한 적
층 배선은 그 위에 CVD로 절연막을 성막할 때에 그 단면에 힐록이 성장하고, 층간 쇼트가 높은 빈도로 발생하게 된다. 그
래서, 노출된 알루미늄막의 단면을 피복하여 ITO 등을 실온이 120℃ 정도인 비교적 저온에서 비교적 딱딱한 막으로서 성
막한다. 그 결과, CVD 공정에서 300℃로 가열하여도 산화물막(ITO 등)으로 피복된 알루미늄 표면은 안정되고, 힐록의 발
생을 완전하게 억제할 수 있다.

이와 같이, 알루미늄 배선의 노출 부분을 투명 도전막으로 피복함으로써, 게이트 배선과 드레인 배선 또는 게이트 배선과
공통 배선간의 쇼트 내압을 개선할 수 있고, 액정 표시 장치의 신뢰성을 향상할 수 있다.

ITO 등의 투명 도전막과 공통 배선을 컨택트시키기 위해서, 1화소 내에 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금 또는 티탄 또는 티탄
합금의 단자 부분 및 게이트 단자 부분을 남겨 알루미늄을 산화시켜 알루미나막을 형성한다. 이 알루미나막에 의해, 게이
트 배선과 드레인 배선의 교차부 및 게이트 배선과 공통 배선의 교차부는 전부 플라즈마 처리막 즉 CVD 처리에 의한 질화
실리콘 등의 절연막과 알루미나의 적층 구조막이 되고, 액정 표시 장치의 고정밀화나 화소를 구성하는 전극 구조에 기인하
는 상기 교차부가 증가하더라도, 층간 쇼트의 발생 확률을 대폭 저감하는 것이 가능해진다.

ITO 등의 게이트 배선 중첩 부분에 있어서의 단선을 더 억제하는 경우에는 ITO 등을 최하층에 형성하고, 그 위에 몰리브
덴이나 몰리브덴 합금 또는 크롬이나 크롬 합금을 통해 알루미늄 배선을 형성한다.

다결정의 ITO 등을 이용하는 경우에는 최하층에 ITO 등을 형성하고, 그 위에 몰리브덴 또는 몰리브덴 합금/알루미늄/몰리
브덴 또는 몰리브덴 합금의 다층 구조막을 형성한다. 게이트 배선 현상 처리시에 알루미늄이 표면에 나오지 않기 때문에,
하부의 ITO 등과의 전지 반응을 미연에 방지할 수 있다.

게이트 배선을 알루미늄과 네오디뮴의 합금(Al-Nd 합금) 또는 순알루미늄과 티탄의 적층 구조막으로 형성하는 경우, 그
하층에 비정질의 ITO 등의 도전막을 형성한다. Ti막의 AL막은 결정립의 배향이 일치하기 때문에 힐록리스화할 수 있다라
고 한다. 이러한 힐록리스의 알루미늄 배선을 이용한 경우에는 CVD에 의한 성막시에 알루미늄 배선의 표면을 노출시킨 채
로 할 수 있다. 또한, ITO 등의 도전막으로서 알루미늄과 부식 전위차가 작은(낮은) 비정질의 ITO 등을 이용함으로써, 게
이트 배선의 알루미늄막과 ITO 등과의 전지 반응을 억제할 수 있다. 비정질의 ITO 등은 그 후의 공정에서 열처리를 실시
하여 결정화하고, 알루미늄 및 크롬 또는 몰리브덴의 에칭 처리시에 이들의 에칭에 대하여 내성을 갖게 할 수 있다.
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다결정의 ITO 등을 이용하는 것을 전제로 한 경우, ITO 등의 투명 도전막은 최하층에 형성한다. 그 위에 공통 배선으로서
몰리브덴/알루미늄/몰리브덴의 적층 구조막을 형성한다. 하층의 몰리브덴막은 그 하부에 형성되어 있는 ITO 등의 투명 도
전막과의 컨택트를 취하기 위한 것으로, 상층의 몰리브덴막은 배선의 단자이다. 또한, 알루미늄막을 몰리브덴으로 피복함
으로써, ITO 등과 알루미늄이 현상액 중에서 직접 접촉하는 것을 방지한다. 그 때문에, 전지 반응은 발생하지 않는다.

또한, 공통 전극을 화소 영역에 베타 형성한 경우에는 상부에 형성하는 빗살형 화소 전극과의 오버랩으로 형성되는 용량이
증대하여, 이것이 공통 배선을 타고 시상수가 커진다. 그러나, 배선을 알루미늄 또는 알루미늄 합금으로 함으로써, 그 저항
분을 작게 할 수 있어 상기 시상수의 증대를 억제 할 수 있게 된다.

이상으로부터, 고시야각, 고투과율의 횡전계 방식으로, 특히 화소 전극을 화소 영역에 베타 형성한 구조의 에칭 표시 장치
에 있어서의 배선의 시상수 증대를 억제하고 화면 사이즈를 대형화하는 것이 용이하게 된다.

또한, 게이트 및 공통 배선을 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 한 합금으로 형성함으로써, 배선 저항을 저감하면서
화소 구동을 위한 전극의 한쪽을 ITO 등의 투명 도전막으로 게이트 배선 또는 전극과 동일층에 형성할 수 있고, 다른쪽의
전극인 빗살형 전극을 패시베이션막(절연막) 상에 형성하여 양자의 용량(적층 용량)이 최소한이 되도록 설계할 수 있다.

또한, 알루미늄 배선을 이용함으로써, 그 소요 부분의 표면을 산화함으로써 힐록 발생을 저감하고, 화면 상에서의 얼룩 등
의 표시 결함의 발생을 방지하고, 신뢰성이 높은 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

또, 본 발명은 상기한 구성 및 후술하는 실시예의 구성에 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 않고 여
러 가지의 변경이 가능한 것은 물론이다.

발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 실시예에 관해서 설명을 한다.

도 1은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제1 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도이고, 액정을 통해 상호
대향 배치되는 절연 기판 중 한쪽의 기판(하측 기판)의 단면을 모식적으로 나타낸 것이다.

도 1에 있어서, SUB는 유리 기판을 적합하게 하는 하측 기판으로, 이 내면에 알루미늄 합금 g1과 몰리브덴 합금 g2의 적
층 구조막으로 이루어지는 게이트 배선/전극 GT(GL), 알루미늄 합금 g1과 몰리브덴 합금 g1의 적층 구조막에 ITO로 이
루어지는 투명 도전막 g3을 피복한 공통 전극/배선 CT(CL)을 갖는다. 또, 도 1에 있어서는 박막 트랜지스터 TFT를 구성
하는 게이트 전극 GT와, 공통 배선 CL에 접속한 공통 전극 CT의 부분으로 나타내고 있다.

이들 게이트 배선/전극 GT(GL)와 공통 전극/배선 CT(CL)를 피복하는 게이트 절연막 GI를 갖고, 게이트 전극 GT의 상측
에는 반도체막 ASI와 컨택트층이 되는 반도체막 N+ASI로 이루어지는 반도체층이 형성되어 있다. 이 반도체층 ASI에는 소
스/드레인 전극 SD1과 SD2가 분리되어 형성되어 있다. 여기서는, SD1을 소스 전극, SD2를 드레인 전극으로서 나타낸다.

소스 전극 SD1과 드레인 전극 SD2 및 공통 전극/배선 CT(CL)의 상측을 피복하여 절연막 PAS가 형성되어 있고, 공통 전
극/배선 CT(CL)의 상측에는 컨택트홀, 즉 관통 구멍 TH를 통해서 소스 전극 SD1에 접속한 화소 전극 PX가 성막되어 있
다.

도 2는 도 1에 도시한 일화소 부분 평면 구성을 모식적으로 설명하는 평면도이고, DL은 드레인 배선, 다른 부호는 도 1과
동일 부분에 대응한다. 이 형식의 액정 표시 장치는 그 일화소는 2개의 드레인 배선 DL과 2개의 게이트 배선 GL(한개만
도시한다)로 둘러싸인 영역에 형성되어 있다.

이 일화소 영역을 횡단하도록 공통 배선 CL을 갖고, 공통 배선 CL에 접속하여 일화소의 대략 전역에 공통 전극 CT가 형성
되어 있다. 그리고, 한쪽의 드레인 배선 DL과 게이트 배선 GL의 교차부에 박막 트랜지스터 TFT가 형성되어 있고, 그 게이
트 전극 GT는 게이트 배선 GL이고, 드레인 전극 SD2는 드레인 배선 DL로부터 연장되고, 소스 전극 SD1은 컨택트홀 TH
에서 화소 전극 PX에 접속하고 있다.

도 1과 도 2에 도시한 구성의 제작은 다음과 같다. 우선, 유리 기판 SUB1 상에 알루미늄(Al) 합금 g1과 몰리브덴(Mo) 합
금 g2를 순차 성막하여 적층 구조막을 형성한다. 이것에 포토레지스트를 도포하고 건조하여 패터닝한 후, 인산계 에칭액
으로 웨트 에칭 처리하고, 게이트 배선/전극 GL(GT) 및 공통 배선 CL을 형성한다.

몰리브덴 합금 대신에 티탄 Ti를 이용하여도 좋다. 티탄을 이용하는 경우에는 알루미늄과 티탄의 적층막을 드라이 에칭 처
리로 일괄하여 패터닝한다. 또한, 알루미늄 합금으로서는 내힐록성이 우수한 알루미늄-네오디뮴 합금(Al-Nd), 또는 알루
미늄-실리콘 합금(Al-Si) 등 또는 순 Al이 알맞다. 본 실시예에서는 알루미늄-네오디뮴 합금(Al-Nd)을 이용하였다.

알루미늄 합금막 g1의 상층에 몰리브덴(Mo) 합금막 g2를 이용하는 경우, 불소계 가스에 의한 드라이 에칭율이 늦어지는
몰리브덴-크롬 합금(Mo-Cr)을 이용한다.

상기 적층 구조막의 재료 조성 및 에칭액의 조성을 조정함으로써, 양자의 에칭율을 제어하여 가공측 가장자리가 도 1에 도
시했던 바와 같은 순테이퍼를 갖도록 가공한다.
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다음에, 투명 전극인 공통 전극 CT로서 비정질의 ITO막 g3을 성막한다. ITO 대신에, IZO(인듐·아연·옥사이드), IGO(인듐
·게르마늄·옥사이드) 등을 이용하여도 좋다.

ITO의 경우, 그 성막 중에 물을 첨가하여 실온 성막함으로써 비정질화한다. 단, 실온 성막이기 때문에, 그 막은 CVD 공정
에서의 열 이력을 거쳐 결정화할 수 있다. IZO나 IGO의 경우에는 그 성막시의 기판 온도를 200℃에서 성막하여도 비정질
상태가 되고, 높은 기판 밀착성을 유지한 채로 비정질 구조를 얻을 수 있다.

도 3은 투명 도전막을 비정질화한 것의 효과의 설명도이고, 결정성의 ITO, 비정질 ITO, IZO(원래 비정질 상태) 및 몰리브
덴 Mo, 알루미늄 Al의 현상액(레지스트의 현상액) 중에서의 각 부식 전위의 차이를 나타낸다. 또, 이 부식 전위는 현상액으
로서 NMD(TMAH(테트라 메틸 암모늄 하이드로옥사이드) 2.38% 수용액)를 이용한 경우이다.

도시한 바와 같이, 현상액 중에서의 알루미늄 Al의 부식 전위가 가장 낮고, 다음에 몰리브덴 Mo, 이하 IZO, 비정질 ITO, 결
정성 ITO의 순으로 높다. 현상액 중에 알루미늄과 투명 도전막(IZO, 비정질 ITO, 결정성 ITO) 중 어느 하나를 침지하면,
부식 전위차에 기초하는 전지 반응이 발생하고, 알루미늄이 산화되어 투명 도전막이 환원된다.

여기서, 통상의 결정성 ITO(다결정성 ITO)에서는 그 부식 전위차가 크고, 각각의 반응이 심하게 발생하여 각각에 손상을
제공한다. 한편, 비정질 ITO에서는 그 재료 조성에 의한 차는 있지만, 다결정성 ITO에 비해 알루미늄과의 부식 전위차는
작아진다. 따라서, 현상시의 각 재료막에 제공하는 손상을 억제할 수 있다.

도 4는 에칭액에 의한 알루미늄막과 투명 도전막의 에칭율의 설명도이다. 에칭율은 상대치로 나타낸다. 에칭액에는 수산
또는 염산 농도가 낮은 왕수를 이용한다. 고염산 농도의 왕수나 브롬화 수소산(HBr)에서는 다결정 ITO에 비해 알루미늄
의 에칭율이 높기 때문에, 상기 ITO막의 에칭 처리시에 그 바로 아래에 있는 알루미늄막에 손상이 발생한다. 한편, 수산 또
는 저염소 농도의 왕수에서는 알루미늄막보다 비정질 ITO막의 에칭율이 높다. 따라서, 알루미늄 ITO 등의 투명 도전막의
에칭 처리시에 그 바로 아래의 알루미늄막에 손상을 제공하는 일이 없다.

투명 전극인 공통 전극은 상기 공통 전극 상층막인 몰리브덴 합금 또는 티탄으로 공통 배선과 컨택트한다. 몰리브덴 합금
및 티탄과 공통 전극인 ITO 등의 계면에서는 컨택트 저항이 낮기 때문에 양호한 컨택트 특성이 얻어진다.

또한, 공통 배선의 측단면에 노출되어 있는 알루미늄층이 ITO 등으로 피복되어 있기 때문에, 그 후의 게이트 절연막 등의
형성을 위한 CVD 공정에서 힐록이 발생하지 않는다.

그 후, 게이트 절연막, 반도체층막, 컨택트용의 반도체막을 SiN, 비정질 Si막, n+비정질 Si막을 각각 플라즈마 CVD 처리
에 의해 성막하여, 게이트 절연막, 반도체층막, 컨택트용의 반도체막을 연속 성막하여 형성한다.

그리고, 반도체층막의 비정질 Si막과 컨택트용의 반도체막의 n+비정질 Si막을 드라이 에칭 처리로 가공하여 섬 모양의 반
도체막으로 하고, 소스 전극과 드레인 전극을 형성한다. 이 소스 전극과 드레인 전극은 스퍼터링으로 성막하고, 포토리소
그래피 기법으로 패터닝하고 웨트 에칭 처리로 배선을 가공한다. 이 배선 재료에는 크롬계 합금, 몰리브덴계 합금을 이용
한다. 크롬계 합금으로서는 크롬-몰리브덴/크롬의 적층 재료(Cr-Mo/Cr)를 이용한다. 몰리브덴계 합금으로서는 내드라이
에칭성이 높은 몰리브덴-크롬 합금(Mo-Cr)을 이용한다.

소스 전극과 드레인 전극의 에칭 처리 후, 동일한 에칭 마스크로 채널부의 컨택트층을 드라이 에칭으로 제거하여 채널을
형성한다.

그 후, 패시베이션층을 CVD법으로 성막한다. 소스 전극부에 드라이 에칭으로 컨택트홀을 형성한다. 이 관통 구멍 이외에
도 게이트 전극, 공통 전극, 소스 전극의 단자부에도 관통 구멍을 형성한다. 이 때, 게이트 전극, 공통 전극, 소스 전극의 최
상부는 드라이 에칭으로 금속막 자신이 에칭되지 않도록, SiN과의 드라이 에칭 선택비가 5이상인 재료를 이용한다.

그 후 재차 화소 전극의 투명 도전막으로서 ITO 등을 형성한다. 이것은 포토리소그래피 기법으로 빗살형으로 형성한다(도
2의 PX 참조). 이 투명 도전막은 결정성이라도 비정질이라도 좋다. 결정성의 투명 도전막을 이용하는 경우에는 고염산의
왕수나 브롬화 수소산 HBr을 이용한다. 또한, 비정질의 투명 도전막을 이용하는 경우에는 수산 또는 저염산의 왕수를 이
용하면 좋다.

결정성의 투명 도전막을 브롬화 수소산 HBr을 이용하여 가공하는 경우, 또 는 수산을 이용한 비정질 투명 도전막을 에칭
한 경우 그 사이드 에칭량을 매우 적게 억제할 수 있기 때문에, 도 2에 도시한 바와 같은 미세한 빗살형 투명 전극(화소 전
극 PX)의 형성에 적합하다.

본 실시예에 따르면, 상기한 바와 같이 하여 박막 트랜지스터 TFT와 각 배선 및 각 전극을 형성한 기판(TFT 기판)이기 때
문에, 미세한 투명 빗살 무늬 전극(화소 PX)과 평면 투명 전극(공통 전극 CT)을 가짐으로써, 투과율이 대폭 향상된 액정
표시 장치를 얻을 수 있다. 또한, 투명 전극끼리의 교차 용량이 증대하지만, 공통 배선에 알루미늄을 이용하고 있기 때문에
배선 저항이 저감되어 시상수의 증가를 억제할 수 있다.

또한, 평면 투명 전극(CT)은 여기서는 화소 일면의 베타형으로 했지만, 통상의 IPS와 같이 상부 빗살형 전극(PX)과 교대
로 빗살 형태를 형성하도록 가공하여도 마찬가지로 개구율은 향상시킬 수 있다.

도 5는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제2 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도이고, 액정을 통해 상호
대향 배치되는 절연 기판 중 한쪽의 기판(하측 기판)의 단면을 모식적으로 나타낸 것이다. 또한, 도 6은 도 5에 도시한 일
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화소 부분 평면 구성을 모식적으로 설명하는 평면도이다. 그리고, 도 7 내지 도 12는 본 실시예의 TFT 기판의 제작 공정의
설명도이고, 도 7은 게이트 배선과 공통 배선/전극의 제작 공정도, 도 8 내지 도 12는 도 7의 공정을 더 설명하기 위한 주
요부 평면도를 나타낸다.

본 실시예는 TFT 기판 SUB1의 내면에 게이트 전극/배선 GT(GL) 및 공통 배선 CL을 알루미늄막 g1로 형성한다. 게이트
전극/배선 GT(GL)는 알루미늄막 g1의 전면을 피복하여 알루미나막 g4를 갖고, 공통 배선 CL도 마찬가지로 알루미나막
g4의 상층에 알루미나막 g4를 피복함과 함께, 이 알루미나막 g4의 상면의 일부에 상기 상면으로부터 알루미늄막 g1에 관
통하는 몰리브덴 또는 티탄막(본 실시예에서는 몰리브덴)의 막 g2를 갖고 있다.

또, AL막의 표면 산화를 촉진하기 위해서, 유리 기판 SUB 상에 도포형 유리막 SOG를 형성하는 것이 산화막 질 향상을 위
해 효과적이다.

공통 전극 CT를 구성하는 투명 도전막 ITO 등은 알루미나막 g4를 피복하여 도 6에 도시한 바와 같이 화소 영역의 대략 전
면에 형성되고, 알루미늄막 g1의 상측의 일부에 성막한 몰리브덴막 g2를 통해 공통 배선 CL을 구성하는 알루미늄막 g1과
양호하게 컨택트하여 형성된다. 이 몰리브덴막 g2의 구체적인 위치는 도 6에 도시하였다. 또, 몰리브덴막 g2의 평면 형상
은 도 6에 도시한 구형에 한하는 것이 아니라 마름모형, 원형(타원형을 포함한다), 또는 복수의 적절한 형상의 조합으로 할
수 있다.

상기한 공통 배선 CL의 알루미늄막 g1을 피복한 알루미나막 g3은 그 상층에 적층하는 공통 전극 CT를 구성하는 투명 도
전막 ITO 등과의 컨택트성이 양호하지 않기 때문에, 상기 알루미나막 g3의 표면으로부터 하층의 알루미늄막 g1에 도달하
도록 관통하여 성막한 몰리브덴막 g2를 설치함으로써 공통 배선 CL과 공통 전극 CT의 컨택트성을 향상시키고 있다.

그리고, 상기 게이트 배선/전극 GL(GT)과 공통 배선 CL 및 공통 전극 CT의 상층에, 도 1 내지 도 4에서 설명한 제1 실시
예와 같이 게이트 절연막 GI, 반도체막 ASI, 컨택트막 N+ASI, 소스 전극 SD1, 드레인 전극 SD2, 절연막 PAS 및 화소 전
극 PX를 형성하고 있다.

다음에, 도 7 내지 도 12를 참조하여 본 실시예의 제작 공정을 설명한다. 우선, 도 7의 (1)에 도시한 바와 같이, 게이트 배
선/전극 GL(GT) 및 공통 배선 CL로 알루미늄 합금(여기서는, 알루미늄-네오디뮴 합금 : Al-Nd)막 g1과 몰리브덴 합금
또는 티탄 합금 또는 크롬 합금(여기서는, 몰리브덴-크롬 합금 : Mo-Cr)막 g2의 적층 구조막을 형성하여 패터닝한다. 이
평면도를 도 8에 모식적으로 도시한다.

다음에, 공통 배선 CL의 상층막인 Mo-Cr막 g2의 상층에 형성하는 공통 전극을 구성하는 투명 도전막 ITO 등과 컨택트하
는 부분에 포토레지스트 REG를 형성한다(도 7의 (2)). 이 포토레지스트 REG는 포토레지스트의 도포와 마스크를 통한 노
광과 현상 처리로 소정의 패턴으로 형성한다.

공통 배선 CL의 상부에 포토레지스트 REG를 형성한 기판 SUB1을 에칭 처리하여 포토레지스트 REG 부분 이외를 남겨
Mo-Cr막 g2를 제거한다. 이 때, 게이트 배선 GL의 상층에 있던 Mo-Cr막 g2도 동시에 제거된다(도 7의 (3)).

포토레지스트 REG를 남긴 채로 Al-Nd막 g1에 표면을 산화 처리하고, 공통 배선 CL의 상기 Mo-Cr막 g2의 잔류 부분을
제외한 부분 및 게이트 배선 GL의 표면에 알루미나막 g4를 형성한다(도 7의 (4)). 또, 이 표면 산화 처리에서는 표면에 노
출된 Al-Nd막의 두께는 상기 알루미나막 g4의 생성에 의해 약간 얇아진다. 이 상태의 평면도를 도 9에 모식적으로 도시한
다.

그 후, 포토레지스트 REG를 제거하여 Mo-Cr막 g2를 노출시킨다(도 7의 (5)). 노출된 Mo-Cr막 g2는 컨택트막이 된다.

포토레지스트를 제거한 후, 공통 배선 CL의 상부를 피복하여 비정질의 투명 도전막 g3을 성막하여 공통 전극 CT를 형성
한다(도 7의 (6)). 이 상태의 평면도를 도 10에 모식적으로 도시한다.

이 실시예에서는 공통 전극 CT는 평면으로 했지만, 통상의 IPS 모드에서는 빗살 형태로 가공하여도 좋다.

비정질의 투명 도전막 g3으로서 상기한 ITO 등이 이용된다. 또한, 게이트 배선 GL, 공통 배선 CL을 구성하는 알루미늄 합
금(Al-Nd)막 G1의 대부분이 알루미나막 g4로 피복되어 있고, 알루미늄 합금막 g1과 공통 전극 CT 각각의 표면이 직접
에칭액에 닿지 않기 때문에, 투명 도전막 g3으로서 결정성의 투명 도전막을 이용하여도 좋다.

공통 전극 CT를 형성한 후, 도 11에 도시한 바와 같이 반도체층 ASI 및 컨택트층의 반도체층(N+ASI), 소스 전극 SD1, 드
레인 배선 DL 및 드레인 전극 SD2를 형성한다.

또한 절연막 PAS를 형성한 후, 도 12에 도시한 바와 같이 PAS막을 관통하여 소스 전극 SD1에 관통 구멍 TH를 형성하고,
빗살형의 투명 도전막으로 이루어지는 화소 전극 PX(도 5, 도 6 참조)를 형성한다.

본 실시예에 의해, 알루미늄 합금을 이용한 게이트 배선/전극 GL(GT), 공통 배선 CL에 표면 산화 처리를 실시함으로써,
게이트 절연막 GI(SiN)의 단층에서 층간 절연하는 경우에 비해 그 절연 내압의 저하를 방지할 수 있고, 신뢰성이 대폭 증대
된다. 또한, 양극화되지 않는 부분인 공통 배선 CL의 컨택트 부분은 고융점 금속인 몰리브덴, 몰리브덴/티탄, 몰리브덴/크
롬 등의 적층 구조이기 때문에, 알루미늄막의 힐록 발생을 완전하게 방지할 수 있다.

도 13은 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제3 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도이고, 액정을 통해 상
호 대향 배치되는 절연 기판 중 한쪽의 기판(하측 기판)의 단면을 모식적으로 나타낸 것이다.
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본 실시예에서는 TFT 기판 SUB1의 내면에 공통 전극 CT를 구성하는 비정질의 투명 도전막 g3으로서 ITO 등을 성막한
다. 그 위에 크롬 또는 몰리브덴 또는 티탄막 g2를 기초(하층)로 하고, 상층에 알루미늄 합금(Al-Nd 등)막 g1을 갖는 적층
구조막으로 이루어지는 공통 배선 CL을 형성한다.

공통 배선 CL을 구성하는 하층의 크롬 또는 몰리브덴 또는 티탄막 g2와 공통 전극 CT를 구성하는 비정질의 투명 도전막
g3과는 양호한 컨택트성을 갖는다.

또한, 알루미늄 합금막 g1과 크롬 또는 몰리브덴 또는 티탄막 g2의 적층 구조막을 패터닝하는 에칭 처리 때에 상기 적층
구조막을 구성하는 상하층의 양자에 현상액 중에서의 부식 전위차에 기초하는 전지 반응이 생기지만, 이것을 억제하기 위
해서, 상기 전위차가 작아지는 비정질의 투명 도전막을 이용한다. 여기서는 120막을 이용하였다.

또, 게이트 배선/전극 GL(GT)과 유리 기판간에는 투명 도전막은 형성하고 있지 않다.

본 실시예에 따르면, 공통 전극 CT를 구성하는 투명 도전막 g3을 유리 기판(TFT 기판) SUB1에 직접 형성하기 때문에,
다른 배선에 대한 소위 패턴 중첩부가 없고, 따라서 패턴 중첩부에 기인하는 단선 등의 문제점의 발생이 없고, 고신뢰성의
액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

도 14는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 제4 실시예의 구성을 모식적으로 설명하는 주요부 단면도이고, 액정을 통해 상
호 대향 배치되는 절연 기판 중 한쪽의 기판(하측 기판)의 단면을 모식적으로 나타낸 것이다.

본 실시예에서는 TFT 기판 SUB1의 내면에, 우선 공통 전극 CT가 되는 투명 도전막으로서 비정질 또는 다결정의 ITO 등
의 막 g3을 형성하고, 그 위에 몰리브덴 또는 티탄막 g2와 알루미늄막 g1 및 몰리브덴 또는 티탄막 g6의 적층 구조막(3층
구조막)을 형성한다. 또, 게이트 배선/전극 GL(GT)의 하층에는 ITO 등의 막 g3을 형성하지 않는다.

이 적층 구조막의 알루미늄막 g1은 몰리브덴 또는 티탄막 g6의 하층에 있기 때문에, 상기 적층 구조막의 패터닝시에 알루
미늄막 표면이 에칭액에 직접 접촉하지 않는다. 따라서, 알루미늄막과 투명 도전막이 동일 에칭액 중에 공존하지 않기 때
문에, 양자의 부식 전위차에 기초하는 전지 반응은 발생하지 않는다. 또, 상기 적층 구조막의 알루미늄막 g1의 기초(하층)
인 몰리브덴 또는 티탄막 g2는 공통 배선 CL에서는 그 기초의 투명 도전막 g3과, 또한 게이트 배선/전극 GL(GT)에서는
유리 기판과의 밀착성을 향상시킨다.

공통 배선 CL과 게이트 배선/전극 GL(GT)을 본 실시예와 같은 3층 구조막으로 함으로써, 공통 배선 CL의 기초가 되는 투
명 도전막 g3은 비정질일 필요는 없고, 결정성의 ITO 등을 채용할 수 있다.

본 실시예에 의해서도, 상기 제3 실시예와 같이 공통 전극 CT를 구성하는 투명 도전막 g5를 유리 기판(TFT 기판) SUB1
에 직접 형성하기 때문에, 다른 배선에 대한 소위 패턴 중첩부가 없고, 따라서 패턴 타고 넘는 부에 기인하는 단선 등의 문
제점의 발생이 없고, 고신뢰성의 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.

다음에, 상기 각 실시예를 적용한 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 구동, 구조, 적용예 등에 관해서 설명한다.

도 15는 본 발명에 의한 액정 표시 장치의 등가 회로의 설명도이다. 도 15에 도시한 바와 같이, 액정 표시 장치를 구성하는
액정 패널은 표시부가 행렬의 형태로 배치된 복수의 화소의 집합에 의해 구성되고, 각 화소는 액정 패널의 배면부에 배치
된 백라이트로부터의 투과광을 독자적으로 변조 제어할 수 있도록 구성되어 있다.

액정 패널의 구성 요소 중 하나인 TFT 기판 SUB1 상에는 유효 화소 영역 AR에 x방향(행 방향)으로 연장하고, y방향(열
방향)에 병설된 게이트 배선 GL과 공통 배선 CL 및 y방향으로 연장하고, x방향에 병설된 드레인 배선 DL이 형성되어 있
다. 상기 게이트 배선 GL과 공통 배선 CL은 상기 실시예의 어느 하나의 구성을 갖고 있다. 그리고, 게이트 배선 GL과 드레
인 배선 DL에 의해서 둘러싸인 구형의 영역에 단위 화소가 형성되어 있다.

액정 표시 장치는 그 액정 패널의 외부 회로로서 수직 주사 회로 V 및 영상 신호 구동 회로 H를 구비하고, 수직 주사 회로
V에 의해서 복수의 게이트 배선 GL의 각각에 순차 주사 신호(전압)가 공급되고, 그 타이밍에 맞춰 영상 신호 구동 회로 H
로부터 드레인 배선 DL에 영상 신호(전압)를 공급하도록 되어 있다.

또, 수직 주사 회로 V 및 영상 신호 구동 회로 H는 액정 구동 전원 회로 POW로부터 전원이 공급됨과 함께 퍼스널 컴퓨터
또는 텔레비젼 수신 회로 등의 호스트 CPU로부터의 화상(영상) 정보가 컨트롤러 CTL에 의해서 각각 표시 데이터 및 제어
신호로 나누어져 입력된다.

도 16은 본 발명을 적용한 액정 표시 장치의 구동 파형예의 설명도이다. 도 16에서는 공통 배선을 통해 공통 전극에 인가
하는 공통 전압을 VCH와 VCL의 2치의 교류 구형파로 하고, 그것에 동기시켜 주사 신호 VG(i-1), VG(i)의 비선택 전압을 1

주사 기간마다 VCH와 VCL의 2치로 변화시킨다. 공통 전압의 진폭 폭과 비선택 전압의 진폭치는 동일하게 한다.

화상(영상) 신호 전압은 액정층에 인가하고 싶은 전압으로부터 공통 전압의 진폭의 1/2를 뺀 전압이다.

공통 전압은 직류라도 좋지만, 교류화 함으로써 화상(영상) 신호 전압의 최대 진폭을 저감할 수 있고, 영상 신호 구동 회로
(신호측 드라이버) H에 내압이 낮은 것을 이용하는 것이 가능해진다.
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도 17은 본 발명을 적용한 액정 표시 장치의 액정 패널에 외부 부착 회로를 실장한 상태의 일례를 나타내는 평면도이다. 액
정 패널 PNL의 주변에는 수직 주사 회로 V를 탑재한 제1 구동 회로 기판 PCB1, 영상 신호 구동 회로 H를 탑재한 제2 구
동 회로 기판 PCB2 및 전원 회로 기판 PCB3이 실장되어 있다. 제1 구동 회로 기판 PCB1과 제2 구동 회로 기판 PCB2는
소위 플렉시블 회로 기판 FPC로 구성되어 있다.

수직 주사 회로 V는 복수의 필름 캐리어 방식(TCP 방식)으로 실장한 구동 IC칩 CHI1을 갖고, 그 출력 범프는 액정 패널의
게이트 신호 단자 GTM에 접속되고, 입력 범프는 제1 구동 회로 기판 PCB1 상의 단자에 접속되어 있다.

영상 신호 구동 회로 H도 마찬가지로 복수의 필름 캐리어 방식으로 형성된 구동 IC칩 CHI2로 구성되고, 그 출력 범프는 액
정 패널의 드레인 신호 단자 DTM에 접속되고, 입력 범프는 제2 구동 회로 기판 PCB2 상의 단자에 접속되어 있다.

전원 회로 기판 PCB3은 플랫 케이블 FC을 통해 제2 구동 회로 기판 PCB2 상의 영상 신호 구동 회로 H에 접속되고, 이 영
상 신호 구동 회로 H는 플랫 케이블 FC를 통해 제1 구동 회로 기판 PCB1 상의 수직 주사 회로 V에 접속되어 있다.

또, 본 발명에서는 이러한 것에 한정되는 것이 아니라 각 회로를 구성하는 반도체 칩을 TFT 기판 SUB1에 직접 탑재하고,
그 입출력 범프의 각각을 상기 기판 SUB1에 형성된 단자(또는 배선층)에 접속시키는 소위 COG(Chip On Glass) 방식에도
적용할 수 있는 것은 물론이다.

도 18은 본 발명의 액정 표시 장치를 적용한 디스플레이 모니터의 일례를 나타내는 정면도이다. 이 디스플레이 모니터는
상기 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치를 표시부에 탑재하고, 그 액정 패널 PNL에 화상을 표시한다. 표시부는 스탠
드부에서 지시되고 있다. 이 디스플레이 모니터는 도시하지 않은 외부 신호원(퍼스널 컴퓨터, 또는 텔레비젼 수신 회로)에
접속하는 것에 한하지 않고, 스탠드부 또는 그 주변에 상기한 외부 신호원을 내장시킬 수도 있다.

본 발명에 의해, 신뢰성이 높고, 밝은 화면의 화상 표시를 얻을 수 있다.

발명의 효과

. 상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의한 액정 표시 장치에 따르면, 게이트 배선, 드레인 배선, 공통 배선 등의 액정 표시 장
치를 구성하기 위해 필요로 하는 각종의 배선 중 적어도 게이트 배선과 동일층에서 구성하는 배선을 알루미늄 또는 알루미
늄을 주성분으로 하는 재료로 형성하고, 그 후에 비정질 투명 도전막을 이용하여 화소를 구성하는 공통 전극이나 화소 전
극을 형성했기 때문에, 신뢰성이 높고, 밝은 화상 표시를 가능하게 한 액정 표시 장치를 제공할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
삭제

청구항 2.
삭제

청구항 3.
삭제

청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.

액정 표시 장치로서,

한 쌍의 기판,

상기 한 쌍의 기판 사이에 삽입된 액정층,

상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 행렬의 형태로 배치되는 다수의 게이트 배선 및 다수의 드레인 배선으로 구성되는 다수의
화소부,

상기 화소부의 각각에 제공되는 스위칭 소자,

상기 다수의 화소부에 걸쳐 형성되는 적층 구조막을 포함하는 배선, 및
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픽셀 전극으로서 상기 배선 위에 형성되는 투명 도전막을 포함하고,

상기 배선은 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 포함하는 합금으로 이루어지는 제1층 및 적어도 몰리브덴, 알루미늄,
크롬, 텅스텐, 은, 및 구리를 포함하는 군으로부터 선택되는 재료로 이루어지는 제2층을 포함하며,

상기 제2층은 상기 제1층을 전체적으로 피복하도록 상기 제1층 상에 형성되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 투명 도전막이 ITO, IZO, 및 IGO 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 8.

제 6 항에 있어서,

상기 다수의 드레인 배선 중 하나가 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 포함하는 합금으로 이루어지는 제1층, 및 적어
도 몰리브덴, 알루미늄, 크롬, 텅스텐, 은, 및 구리를 포함하는 군으로부터 선택되는 재료로 이루어져 상기 제1층 상에 형성
되는 제2층을 포함하는 배선으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 9.

제 6 항에 있어서,

상기 다수의 게이트 배선 중 하나가 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 포함하는 합금으로 이루어지는 제1층, 및 적어
도 몰리브덴, 알루미늄, 크롬, 텅스텐, 은, 및 구리를 포함하는 군으로부터 선택되는 재료로 이루어져 상기 제1층 상에 형성
되는 제2층을 포함하는 배선으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 10.

제 9 항에 있어서,

상기 다수의 게이트 배선은 상기 한 쌍의 기판 중 하나에서 제 1 방향으로 형성되고,

상기 다수의 드레인 배선은 상기 한 쌍의 기판 중 하나에서 제 2 방향으로 형성되며,

상기 한 쌍의 기판 중 하나에서 상기 제 1 방향으로 형성되는 다수의 대향 전압 신호 배선을 더 포함하는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 11.

제 10 항에 있어서,

상기 투명 도전막은 상기 화소부 내에 배치되고, 상기 다수의 대향 전압 신호 배선 중 하나와 접속되는 대향 전극인 것을
특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,
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상기 대향 전극은 직선형 또는 빗형인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 13.

제 11 항에 있어서,

상기 화소부 내에 배치되고, 상기 스위칭 소자와 접속되는 빗형 화소 전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.

청구항 14.

제 13 항에 있어서,

절연층이 상기 대향 전극 위에 형성되고, 상기 화소 전극이 상기 절연층 위에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장
치.

청구항 15.

제 13 항에 있어서,

상기 다수의 게이트 배선 중 하나를 통하여 상기 스위칭 소자로 인가되는 주사 신호를 더 포함하고,

비디오 신호가 상기 다수의 드레인 배선 및 상기 스위칭 소자를 통하여 상기 화소 전극에 인가되며,

상기 스위칭 소자는 상기 게이트 배선 중 하나와 상기 드레인 배선 중 하나 사이의 교차점에 인접하여 형성되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 16.

제 13 항에 있어서,

상기 화소 전극이 지그재그형인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 17.

제 13 항에 있어서,

상기 화소 전극이 빗형인 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 18.

제 17 항에 있어서,

절연층 및 유기물층을 더 포함하고,

상기 절연층은 상기 대향 전극 위에 형성되며,

상기 유기물층은 상기 절연층 위에 형성되고,

상기 화소 전극은 상기 유기물층 위에 형성되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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청구항 19.

액정 표시 장치로서,

한 쌍의 기판,

상기 한 쌍의 기판 사이에 삽입되는 액정층,

상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 형성되고 서로 행렬의 형태로 교차하는 게이트 배선 및 드레인 배선, 및

픽셀 전극으로서의 투명 도전막으로 덮여진 다중층 구조를 포함하는, 상기 게이트 배선 사이에 배치되는 대향 전압 배선을
포함하고,

상기 투명 도전막은 ITO, IZO, 및 IGO 중 하나를 포함하며,

상기 다중층 구조는 알루미늄층 또는 알루미늄을 주성분으로 하여 이루어지는 합금층, 및 고융점 금속층을 포함하고,

상기 고융점 금속층은 상기 알루미늄층 또는 알루미늄을 주성분으로 하여 이루어지는 합금층을 전체적으로 피복하는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 20.

제 19 항에 있어서,

상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 형성되고 빗형 구조를 갖는 화소 전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 21.

제 20 항에 있어서,

상기 화소 전극에 대향하여 상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 배치되고 상기 대향 전압 배선 중 하나와 접속되는 대향 전극
판을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 22.

제 20 항에 있어서,

상기 화소 전극에 대향하여 상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 배치되고 상기 대향 전압 배선 중 하나와 접속되는 빗형 대향
전극을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 23.

액정 표시 장치로서,

한 쌍의 기판,

상기 한 쌍의 기판 사이에 삽입되는 액정층,

게이트 전극을 갖는 박막 트랜지스터,

상기 한 쌍의 기판 중 하나 상에 형성되는 소스 전극 및 드레인 전극,

상기 게이트 전극에 접속되는 게이트 배선,
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상기 드레인 전극에 접속되는 드레인 배선,

상기 소스 전극에 접속되고 대략 슬릿형인 구조를 갖는 화소 전극,

상기 화소 전극에 대향하여 배치되고 ITO, IZO, 또는 IGO 중 하나인 대향 전극, 및

상기 대향 전극에 접속되는 대향 전압 배선을 포함하고,

상기 대향 전압 배선은 알루미나의 제1층, 고융점 금속의 제2층, 및 알루미늄 또는 알루미늄을 주성분으로 포함하는 합금
의 제3층을 포함하는 3층 구조로 이루어지며,

상기 고융점 금속의 제2층은 상기 알루미나의 제1층에서 개구부를 통하여 상기 대향 전극에 접속되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.

청구항 24.

제 23 항에 있어서,

상기 알루미나의 제1층 및 상기 고융점 금속의 제2층은 상기 제3층 상에 형성되고,

상기 고융점 금속의 제2층은 상기 알루미나층을 통하여 상기 알루미나층의 일부의 표면측으로부터 상기 제3층으로 형성
되어, 상기 대향 전극에 접속되는 것

을 특징으로 하는 액정 표시 장치.
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